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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アレイ基板と対向基板とから構成され、これらアレイ基板と対向基板が所定の間隙を隔
てて対向配置される液晶表示装置であって、前記アレイ基板には、ほぼ直交して配列され
た走査線及び信号線と、これら走査線と信号線との交点に配列されたスイッチング素子と
、マトリクス状に配列されて前記スイッチング素子により駆動される画素電極と、前記画
素電極への印加電圧を保持するための補助容量線とが配設され、各前記画素電極のうち、
配向方向の上流側に位置する一の画素電極の第１の側縁部と、これと配向方向の下流側に
隣接する他の画素電極の第２の側縁部とが前記信号線と重畳されて遮光されるとともに、
前記第１の側縁部の一部が前記信号線の形成方向とほぼ同方向に突出されるように前記補
助容量線に形成されたシールド電極と重畳されている構成とされ、
　前記信号線と前記第１の側縁部との重なり幅が、前記シールド電極形成領域に対応した
位置に隣接していない領域における前記信号線と前記第２の側縁部との重なり幅よりも小
さく設定されており、かつ、前記シールド電極形成領域に対応した位置に隣接している領
域における前記信号線と前記第２の側縁部との重なり幅が、前記シールド電極形成領域に
対応した位置に隣接していない領域における前記信号線と前記第２の側縁部との重なり幅
よりも小さく設定されていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記シールド電極形成領域に対応した位置に隣接している領域における前記信号線の線
幅が、前記シールド電極形成領域に対応した位置に隣接していない領域における前記信号
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線の線幅よりも狭くなっていることを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　アレイ基板と対向基板とから構成され、これらアレイ基板と対向基板が所定の間隙を隔
てて対向配置される液晶表示装置であって、前記アレイ基板には、ほぼ直交して配列され
た走査線及び信号線と、これら走査線と信号線との交点に配列されたスイッチング素子と
、マトリクス状に配列されて前記スイッチング素子により駆動される画素電極と、前記画
素電極への印加電圧を保持するための補助容量線とが配設され、前記対向基板には、ブラ
ックマトリクスが形成されており、各前記画素電極のうち、配向方向の上流側に位置する
一の画素電極の第１の側縁部と、これと配向方向の下流側に隣接する他の画素電極の第２
の側縁部とが前記ブラックマトリクスと重畳されて遮光されるとともに、前記第１の側縁
部の一部が前記信号線の形成方向とほぼ同方向に突出されるように前記補助容量線に形成
されたシールド電極と重畳されている構成とされ、
　前記ブラックマトリクスと前記第１の側縁部との重なり幅が、前記シールド電極形成領
域に対応した位置に隣接していない領域における前記ブラックマトリクスと前記第２の側
縁部との重なり幅よりも小さく設定されており、かつ、前記シールド電極形成領域に対応
した位置に隣接している領域における前記ブラックマトリクスと前記第２の側縁部との重
なり幅が、前記シールド電極形成領域に対応した位置に隣接していない領域における前記
ブラックマトリクスと前記第２の側縁部との重なり幅よりも小さく設定されていることを
特徴とする液晶表示装置。
【請求項４】
　前記シールド電極形成領域に対応した位置に隣接している領域における前記ブラックマ
トリクスの線幅が、前記シールド電極形成領域に対応した位置に隣接していない領域にお
ける前記ブラックマトリクスの線幅よりも狭くなっていることを特徴とする請求項３記載
の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に関するものであり、特に、リバース領域を確実に遮光し、且
つ開口率を向上するための新規構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば平面表示装置の１種である液晶表示装置は、軽量、薄型、低消費電力等の特徴を
有するために、ＯＡ機器、情報端末、時計、テレビ等、様々な分野に応用されている。特
に、薄膜トランジスタ素子（ＴＦＴ素子）を用いた液晶表示装置は、応答性にも優れるこ
とから、携帯電話、テレビやコンピュータ等、数多くの電子機器において表示装置として
用いられている。
【０００３】
　前記液晶表示装置は、アレイ基板と対向基板とを所定の間隙を隔てて対向配置すること
により液晶セルが構成され、例えばアクティブマトリクス方式の液晶表示装置では、アレ
イ基板上にマトリクス状に配置された画素電極によって前記液晶セルに注入された液晶材
料が駆動され、画像や文字等の表示が行われる。
【０００４】
　ところで、前記アクティブマトリクス方式の液晶表示装置では、アレイ基板上に走査線
及び信号線が縦横に形成されるとともに、これら走査線と信号線の交点に薄膜トランジス
タ等がスイッチング素子として配列され、当該スイッチング素子によって前記画素電極を
駆動するように構成されている。さらには、前記画素電極の印加電圧を保持するための補
助容量線も設けられている。
【０００５】
　このような構成を採用した場合、いわゆるリバースチルトドメインの問題があり、リバ
ース領域を遮光する必要が生じている。リバースチルトドメインは、例えばゲートライン
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反転駆動やソースライン反転駆動、ドット反転駆動等を行う場合に、隣接する画素電極間
に生ずる電界により液晶の配向に乱れが生じ、チルト角が反転することにより生ずる領域
であり、表示品位を損なう原因となる。
【０００６】
　そこで、リバースチルトドメインを隠すことで表示品位の低下を防ぐことが検討されて
おり、画素電極と信号線の重畳によってリバース領域を遮光することが行われている（例
えば、特許文献１や特許文献２等を参照）。
【０００７】
　例えば、特許文献１記載の発明では、液晶分子の配向方向に位置する画素電極とゲート
信号線との重ね幅を、逆方向に位置する画素電極とゲート信号線との重ね幅より大きくし
、液晶分子の配向方向に位置する画素電極とソース信号線との重ね幅を、逆方向に位置す
る画素電極とソース信号線との重ね幅よりも大きくすることで、開口率の低下を抑止する
とともに、表示品位を優れたものとしている。
【０００８】
　特許文献２には、隣接する一対の映像信号線間に設けられる表示画素電極の側縁部を各
映像信号線の側縁部に重畳させ、かつ一方の映像信号線の重畳幅を他方の映像信号線の重
畳幅よりも広くし、他方の映像信号線をスイッチング素子を介して対応する表示画素電極
に接続したアクティブマトリクス型液晶表示装置が開示されている。さらには、補助容量
線にシールド電極を設け、シールド電極に表示画素電極の周辺部の一部を重畳させること
も開示されている。
【特許文献１】特開平１０－１０４６６４号公報
【特許文献２】特開２００１－３１８３９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　前述の各特許文献に記載されるように、画素電極と信号線の重畳によりリバース領域を
遮光する構成を採用した場合、開口率の低下は避けられず、特に画素電極と信号線の重畳
幅を広くした場合に、如何にして開口率を大きくするかが課題となる。
【００１０】
　本発明は、このような課題に鑑みて提案されたものであり、開口率の低下を最小限に抑
えることができ、しかも表示品位の優れた液晶表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前述の目的を達成するために、本発明に係る液晶表示装置は、アレイ基板と対向基板と
から構成され、これらアレイ基板と対向基板が所定の間隙を隔てて対向配置される液晶表
示装置であって、前記アレイ基板には、ほぼ直交して配列された走査線及び信号線と、こ
れら走査線と信号線との交点に配列されたスイッチング素子と、マトリクス状に配列され
て前記スイッチング素子により駆動される画素電極と、前記画素電極への印加電圧を保持
するための補助容量線とが配設され、各前記画素電極のうち、配向方向の上流側に位置す
る一の画素電極の第１の側縁部と、これと配向方向の下流側に隣接する他の画素電極の第
２の側縁部とが前記信号線と重畳されて遮光されるとともに、前記第１の側縁部の一部が
前記信号線の形成方向とほぼ同方向に突出されるように前記補助容量線に形成されたシー
ルド電極と重畳されている構成とされ、前記信号線と前記第１の側縁部との重なり幅が、
前記シールド電極形成領域に対応した位置に隣接していない領域における前記信号線と前
記第２の側縁部との重なり幅よりも小さく設定されており、かつ、前記シールド電極形成
領域に対応した位置に隣接している領域における前記信号線と前記第２の側縁部との重な
り幅が、前記シールド電極形成領域に対応した位置に隣接していない領域における前記信
号線と前記第２の側縁部との重なり幅よりも小さく設定されていることを特徴とする。
　また本発明に係る液晶表示装置は、アレイ基板と対向基板とから構成され、これらアレ
イ基板と対向基板が所定の間隙を隔てて対向配置される液晶表示装置であって、前記アレ
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イ基板には、ほぼ直交して配列された走査線及び信号線と、これら走査線と信号線との交
点に配列されたスイッチング素子と、マトリクス状に配列されて前記スイッチング素子に
より駆動される画素電極と、前記画素電極への印加電圧を保持するための補助容量線とが
配設され、前記対向基板には、ブラックマトリクスが形成されており、各前記画素電極の
うち、配向方向の上流側に位置する一の画素電極の第１の側縁部と、これと配向方向の下
流側に隣接する他の画素電極の第２の側縁部とが前記ブラックマトリクスと重畳されて遮
光されるとともに、前記第１の側縁部の一部が前記信号線の形成方向とほぼ同方向に突出
されるように前記補助容量線に形成されたシールド電極と重畳されている構成とされ、前
記ブラックマトリクスと前記第１の側縁部との重なり幅が、前記シールド電極形成領域に
対応した位置に隣接していない領域における前記ブラックマトリクスと前記第２の側縁部
との重なり幅よりも小さく設定されており、かつ、前記シールド電極形成領域に対応した
位置に隣接している領域における前記ブラックマトリクスと前記第２の側縁部との重なり
幅が、前記シールド電極形成領域に対応した位置に隣接していない領域における前記ブラ
ックマトリクスと前記第２の側縁部との重なり幅よりも小さく設定されていることを特徴
とする。
【００１２】
　本発明の液晶表示装置では、補助容量線にシールド電極を設け、このシールド電極を画
素電極の側縁部の一部と重畳させている。シールド電極は、隣接する画素間のカップリン
グ容量のバランスを取るために設けられるものである。
【００１３】
　ここで、補助容量線に前記シールド電極を設けた場合、シールド電極が存在する領域で
は、シールド電極が存在しない領域に比べてリバースチルトドメインが小さいことがわか
った。このような状況において、信号線やブラックマトリクスをストレートにして画素電
極との重なり量を一律にしてしまうと、シールド電極形成位置ではリバース領域を越えて
画素電極を大きく隠す形になってしまい、必要以上に開口率の低下を招いてしまう。
【００１４】
　そこで、本発明においては、シールド電極形成位置と対応する領域において、すなわち
シールド電極と隣接する部分において、画素電極と信号線（あるいはブラックマトリクス
）の重なり幅を少なくすることで、開口率の低下を必要最小限に抑えるようにしている。
シールド電極と隣接する部分においては、リバースチルトドメインが小さいので、画素電
極と信号線やブラックマトリクスとの重なり幅を小さくしても、これを隠すことができ、
表示品位を低下することはない。また、前記重なり幅を少なくすることは、開口率の向上
に繋がる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、開口率の低下を最小限に抑えることができ、しかもリバースチルトド
メインが形成されたリバース領域については画素電極と信号線やブラックマトリクスとの
重畳により確実に遮光されて覆い隠されるので、表示品位の優れた液晶表示装置を提供す
ることが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明を適用した液晶表示装置について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１７】
　図１は、液晶表示装置の一例を示すものである。液晶表示装置１においては、一対の光
透過性絶縁基板（ガラス基板）で液晶セルを構成し、その間隙に液晶材料を封入して液晶
層が形成されている。具体的には、アレイ基板２と対向基板３との間に液晶層４が封入さ
れている。
【００１８】
　アレイ基板２は、例えばガラス基板２１を支持基板とし、ガラス基板２１上に、互いに
ほぼ平行且つ等間隔に配列される走査線や、これら走査線とほぼ直交して配列された信号



(5) JP 5075427 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

線、走査線と信号線との間に介在されこれらを電気的に絶縁する層間絶縁膜（透明絶縁膜
）、走査線と信号線との交点近傍に配置されたスイッチング素子としての画素トランジス
タ（薄膜トランジスタ：ＴＦＴ)等が形成されている。
【００１９】
　また、アレイ基板２においては、前記層間絶縁膜２２に形成されたスルーホールを介し
て前記スイッチング素子に電気的に接続された画素電極２３がマトリクス状に配列形成さ
れている。前記画素電極２３は透明電極として形成される。なお、アレイ基板２のガラス
基板２１と画素電極２３との間には、層間絶縁膜２２の他、前述の通り信号線や走査線、
画素トランジスタ等が配置されているが、図１においては、これらの図示は省略する。さ
らに、アレイ基板２の画素電極２３が設けられた面のほぼ全体に配向膜が設けられるが、
これについても、ここでは図示は省略する。
【００２０】
　一方、前記対向基板３も例えばガラス基板３１を支持基板とするものであり、その液晶
層４側の面には、各画素に対応してカラーフィルタ層３２が形成されるとともに、その表
面を覆ってＩＴＯ等の透明導電材料からなる透明対向電極（図示は省略する。）が全面に
形成されている。カラーフィルタ層３２は、顔料や染料によって各色に着色された樹脂層
であり、例えばＲ，Ｇ，Ｂの各色のフィルタ層が組み合わされて構成されている。また、
図示は省略するが、各カラーフィルタ層３２の画素境界部分には、コントラスト向上等を
目的として、いわゆるブラックマトリクス層が形成されている。
【００２１】
　前述の構成を有する液晶表示装置１では、前記アレイ基板２及び対向基板３の外側に偏
光板５，６がそれぞれ設けられ、背面側に配されたバックライト（背面光源）７を光源と
して、画像表示が行われる。また、前記アレイ基板２と対向基板３の配置であるが、アレ
イ基板２が背面側、対向基板３が前面側とされている。したがって、本実施形態の液晶表
示装置１では、背面側からバックライト７、偏光板５、アレイ基板２、液晶層４、対向基
板３、偏光板６の順に配置されている。
【００２２】
　このような液晶表示装置においては、走査線駆動回路によって走査線を上段から順次走
査し、同一の走査線に接続された画素トランジスタ（スイッチング素子）をオン状態又は
オフ状態とさせる電圧を当該走査線に印加する。ここで、同一の走査線に接続された画素
トランジスタをオン状態とした場合には、信号線駆動回路によって表示したい画像信号に
応じた電圧を信号線に印加することにより、画素トランジスタを介して蓄積容量と液晶層
４とを所望の電圧に印加する。一方、同一の走査線に接続された画素トランジスタをオフ
状態とすると、蓄積容量と液晶層４とに印加された電圧が次の走査まで保持される。この
ような走査線の走査を順次行い、当該走査線に接続された画素トランジスタを順次オン状
態とさせることにより、画面全体の表示を行う。
【００２３】
　図２及び図３は、前述のような画像表示が行われる液晶表示装置の画素構造を示すもの
である。なお、図２は平面図であり、図３は積層順序がわかるように分解して示す斜視図
である。
【００２４】
　アレイ基板２上には、図２及び図３に示すように、各画素に対応して画素電極２３が形
成されるとともに、当該画素電極２３を駆動するスイッチング素子である画素トランジス
タ４１、信号線４２及び走査線（ここではゲート線４３）、さらには補助容量線４４が形
成されている。なお、前記画素トランジスタ４１は、信号線４２とゲート線４３の交点に
配列形成されている。
【００２５】
　また、前記補助容量線４４には、前記信号線４２の形成方向とほぼ同方向に突出形成さ
れるシールド電極４６が形成されている。このシールド電極４６は、隣接する画素間のカ
ップリング容量のバランスを取るために設けられるものであり、画素電極２３の側縁部の
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一部と重畳されている。
【００２６】
　このような画素構造において、例えば図２中矢印Ａ方向が配向方向である場合、図４に
示すように、信号線４２の下流側側縁に沿って液晶分子ＬＣの配向が反転するリバースチ
ルトドメインが発生し、リバース領域ＲＤが形成される。このリバース領域ＲＤにおいて
は、正常な表示が行われないため、表示品位を低下する原因になる。
【００２７】
　一般的に、隣接する画素電極２３間の遮光は、光透過性の無い信号線４２を利用して行
われ、信号線４２のリバース領域ＲＤが形成される側においては、画素電極２３との重な
り量を多くすることでリバース領域ＲＤを覆い隠し、表示品位が低下しないようにしてい
る。すなわち、図５（ａ）に示すように、信号線４２の両側縁部をそれぞれ互いに隣接す
る画素電極２３の側縁部と重畳させ、画素電極２３間の領域を遮光するとともに、前記リ
バース領域ＲＤを覆い隠すようにしている。この場合、前記リバース領域ＲＤが形成され
る領域を考慮して、図中左側の画素電極２３との重なり量ｄ１よりも右側の画素電極２３
との重なり量ｄ２を大とし、前記リバース領域ＲＤを確実に覆い隠すようにしている。
【００２８】
　ここで、前記信号線４２の幅Ｗは一定とするのが通常であり、したがって、画素電極２
３との重なり量ｄ２も一定である。しかしながら、前述のように補助容量線４４にシール
ド電極４６が設けられた場合、これと隣接する領域（シールド電極形成領域と対応する領
域）において、前記リバース領域ＲＤの形成幅がシールド電極４６が無い領域に比べて小
さく、信号線４２の幅Ｗを一定とし画素電極２３との重なり量ｄ２を一定としたのでは、
必要以上に画素電極２３を覆い隠す結果となっている。必要以上に画素電極２３を覆い隠
すことは、開口率の低下に繋がる。
【００２９】
　そこで、本実施形態においては、図５（ｂ）に示すように、信号線４２の線幅を、前記
シールド電極４６と隣接する領域と、そうでない領域とで変え、画素電極２３との重なり
量を少なくするようにしている。具体的には、シールド電極４６と隣接していない領域に
おける信号線４２の幅をＷ１、シールド電極４６と隣接している領域における信号線４２
ａの幅をＷ２としたときに、Ｗ１＞Ｗ２となるように設定している。換言すれば、シール
ド電極４６に隣接している領域における信号線４２を、その配向方向（Ａ）の下流側に位
置する図中右側の画素電極２３との重なり部分を所定幅（Ｗ１－Ｗ２）だけ削除（細く）
することによって信号線４２の幅を、シールド電極４６が存在しない領域での信号線４２
の幅Ｗ１よりも狭い幅Ｗ２となるように構成している。
【００３０】
　その結果、シールド電極４６と隣接していない領域における信号線４２と画素電極２３
の重なり量ｄ２に比べて、シールド電極４６と隣接している領域における信号線４２ａと
画素電極２３の重なり量ｄ３が小さくなり、その分、開口率が向上する。
【００３１】
　なお、前記シールド電極形成領域と対応する領域における前記リバース領域ＲＤの形成
幅はシールド電極４６が無いところに比べて０．５μｍ～１．０μｍ小さくなることが確
認されているので、前記信号線４２の幅の差（Ｗ１－Ｗ２）、すなわち前記重なり量の差
（ｄ２－ｄ３）を０．５μｍ～１．０μｍとすることが好ましい。
【００３２】
　以上のような電極設計を行うことにより、開口率の低下を最小限に抑えながら、表示品
位の優れた液晶表示装置を実現することが可能である。
【００３３】
　以上、本発明を適用した実施形態について説明したが、本発明がこの実施形態に限定さ
れるものでないことは言うまでもなく、種々の変更が可能である。例えば、前述の実施形
態においては、信号線４２によって隣接する画素電極２３間を遮光する場合を例にして説
明したが、隣接する画素電極２３間を対向基板３側に設けられるブラックマトリクスによ
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【００３４】
　図６及び図７は、対向基板３上に形成されたブラックマトリクス４７により画素電極２
３間を遮光する場合の適用例を示すものである。ブラックマトリクス４７により画素電極
２３間を遮光する場合においても、リバース領域ＲＤを隠すためにブラックマトリクス４
７と画素電極２３の重なり量を大きくする。ここで、先の信号線４２の場合と同様、ブラ
ックマトリクス４７の線幅を変え、シールド電極４６と対向していない領域におけるブラ
ックマトリクス４７の幅をＷ３、シールド電極４６と対向している領域におけるブラック
マトリクス４７の幅をＷ４としたときに、Ｗ３＞Ｗ４となるように設定する。
【００３５】
　そして、シールド電極４６と対向していない領域におけるブラックマトリクス４７と画
素電極２３の重なり量に比べて、シールド電極４６と対向している領域におけるブラック
マトリクス４７と画素電極２３の重なり量を小さくすることで、開口率を向上することが
できる。また、表示品位の低下の問題が生ずることもない。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】液晶表示装置の一例を示す概略断面図である。
【図２】画素構造の一例を示す概略平面図である。
【図３】図２に示す画素構造における積層状態を示す概略斜視図である。
【図４】リバースチルトドメインを説明するための模式図である。
【図５】信号線と画素電極の重畳状態を示す要部平面図であり、（ａ）は信号線の線幅が
一定の場合を示し、（ｂ）はシールド電極と隣接する部分の信号線の線幅を小さくした場
合を示す。
【図６】ブラックマトリクスにより画素電極間を遮光するようにした場合の画素構造を示
す概略平面図である。
【図７】図６に示す画素構造における積層状態を示す概略斜視図である。
【符号の説明】
【００３７】
１　液晶表示装置、２　アレイ基板、３　対向基板、４　液晶層、５，６　偏光板、７　
バックライト、２１　ガラス基板、２３　画素電極、４１　画素トランジスタ、４２　信
号線、４３　ゲート線（走査線）、４４　補助容量線、４６　シールド電極、４７　ブラ
ックマトリクス
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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